10-0440508

(19) (KR)
(12) (B1)
(51) Int. CL.6 (45) 2004 09 18
HO1L 27/085 (12) 10-0440508
(24) 2004 07 06
(21) 10-1997-0048906 (65) 10-1998-0024988
(22) 1997 09 26 (43) 1998 07 06
(30) 196 39 874.6 1996 09 27 (DE)
(73)
80333 2
(72) ,
81737 33
81739 - - 27
85635 - 33
(74)
(54) CMOS
(island) Si 1, Ge Si 1., Ge 4
p- MOS n- MOS
9
1
2 MOS
3 2
4 p- / 1
5 2
6 p-



10-0440508

5 6
, CMOS
MOS , MOS CMOS
, 100 MOS , (short channel) (punch)
. , 100 MOS
, (d In(l )/d Vv )
. , , 100Q
/ .
, (distorted)
n- p- (K. Rim , IEEE IEDM Tech. Dig.,
517 (1995) ). 2
. Si oy Ge .Si 1 Ge
SOl Si 1_x Ge 4 (A. R. Powell |, Appl. Phys. Lett. 6
4,1856 (1994) ). Si 1, Ge 15% , Si1_ Ge
(relax)
/ , /
1 - (
Y. Mitani , IEEE VLSI Tech. Dig., 91 (1996) ). ,
CMOS
CMOS , (island) . Si
1-x Ge . Si 1 Ge
. Si 14 Ge
, Siq_y Ge
. , Siq_y Ge 40%
, 15% Si 1_x Ge 4
40% , 10 .Si 4 Ge
20 10 .0 20 , 10 50
20 50% Si 1_x Ge 4 5 20
n- p- MOS
. Si oy Ge , Si1_y Ge



10-0440508

Si 1y Ge
n- p- CMOS
p *- MOS
(Si xGe 1.x) -p -
. ,h p MOS
p- n-
MOS
SOl
, . Si
1-x Ge X
, , Si1_y Ge
/ 1 2 /
. , 2 1
2 , 1 HDD
2 LDD
1 1
, / 2 2
1 , 2 1
p- / 2
400 Sio 2 (D) .0 10
d), 15 35% Si 1.,Ge , (@), 5
(5) @ . @),  SiiyGe, (4
(5) (6) (1 )
SOl (6) . SOl 1)
Sio , . ,
HE . , €)
. Si 1.xGe , (4 500 900 1 760 Torr
H,,SH,Cl ,,GeH 4 . Si -4 Ge
3) .
Si 1.,Ge y (4 . 5)
.H ,,SiH ,CI , . 600 800 , 1 760
Torr
(6) 2 2 x5 .
Si 1-x Ge ! (
5) Si 1_y Ge .
, 1 . 10 . )
0 35 .
(6) n- p- , TEOS SiO , (scatter)
20 ( )- n- p- (7) p-
n- (8) ( 2 ). p- ) 7 keV 2
x 10 12 -2 . n- (8) 15 keV 3x10 12 -2
CHF 3/CF 4 ( ) HBr(Si/SiG
e ) . 2) .
, (9) SiazN, (2 )
n- p- (10), (11) (12) :
3 Sio , 600 .
x 0.15 Si 1_x Ge 4 , 200 Sio
HBr . , (
11) . 100
TEOS SiO , Si 3N 4 1 (13) 10
. 60 2 14) . 2 (14)



1 .
(140)( 3 ) HBr 1 (13) 2 (14)
(11) . 1 (15) n- 8)
. 30 KeV 2x10 15 -2 n-
/ 1 (16) 1 (15)
n- 1 (16) -
. 800 60
2 @an p- ) . p- / 1
(18) 10 KeV 2x10 15 -2 . n-
1 (16) p- 2 (18)
2) (softened) (6)
(dissipate)
2 17) (140) (choline) 1
(13) ¢ 5 )
3 (19) n- (8) n- /
2 (20) 2 x10 14 -2 ( 5 ). /
2 (20) 1 (16) . , 2 (20)
(140) 1 (16)
3 (19) p- 1 (18) n-
2 (20) -
750 30 n
- 2 (20)
4 (21) p- @) 1 (13) CH
F3 CF, p-
(11) (130) (13) ( 6 ).
(22) (130) p-
(1) (130)
. (22) 15 . Si 1_x Ge
X (4) (22) Si 1-x Ge X (4)
4 (21) (22) HF
(22) - p- /
2 (23) GeH 4, SiH 4 750 -
Si .
- 750 10 Torr H,,SiH,Cl ,,HCI B ,Hg
(3)1 Si 1-x Ge X (4)
2 (23)
B,Hg -
2 (23)
. , p-
2 (23) p- 2 (23) 15
«c 7 )
, CHF ; CF 4 n-
1 (13) (130) (6) n-
p_
Si ,.,Ge , (24 Si ,,Ge , (24)
, HF 750 . Si ,_,Ge ,
H,,SiH ,Cl,HCI GeH 4 650 10 Torr
Si 1_,Ge , (24) Si 1.xGe , 4
(11) (12) : :
(25) Si 1, Ge , (24)
pn- . (24)
1 (16, 18) 2 (20, 23) (11) n- p-
. p- / n-

10-0440508



10-0440508

150 (11) T-
(112) ,Si 3N 4 9
(6) MOS . 9
Sio , (10) (6)
2 (11) SiO , 2
p- n-
n- p-
(6) (D) / 1 (16,
18) 2 (20, 23) 2 2
(2) 400 , GaAs MOS
. CMOS - Si-MOS , GaAs
Si 14 Ge Si 1_x Ge 4
CMOS
(57)
1.
- 1) @ (6) (6) ST
«Ge (4 )
- (6), p- MOS n- MOS CMOS
- (6) p- MOS n- MOS
- p- MOS n- (8) n- MOS n-
(8) p- (7) :
- (5) Si 1-x Ge X (4) Si 1-x Ge X (4)
CMOS .
2.
1 : 3) Si 1xGe x (4) @
CMOS
3.
2 )
- 3 o 20 ,
- Si 1.,Ge , (4) 10 50 20 50
- B) 5 20 CMOS
4,
1, 2 3 Sy Ge
Si 1.,Ge (@) 5) CMOS
5.
1, 2 3 , MOS (11)
CMOS
6.
(3) (3) 2) (1) SOl (3)
: (2 :
- 3) (6) Si 1«Ge x (4 (5)
CMOS
- (5) Si 1-x G€& (4)



- (3
(4)
- (6)
- p- (7)
7.
6
(3
Si 1.4xGe «
(5)
8.
6 7
(6)
0.
6 7
(6)
©))
10.
6 7
y = X Si 1y Ge y
Ge x (4)
11.
6 7
- (10),
- (13)
- n- MOS
- (140)
- n- MOS
12.
11 .
p- MOS
(5)
13.
11
MOS

5

10

n_

Si 1-x Ge X (4)
(3) :
) p- ) n-
MOS n- (8)
CMOS
20
50 (x) 20 50
50 CMOS
Si 1-x Ge X (4)
CMOS
Si 1-x Ge X (4)
CMOS
(5) CMOS
(11) (12)
MOS (6)
(13)
(140)
p- MOS /
p- MOS /
2 (20,23)
CMOS
/ 2 (23)
(11)
1

RERB

LI
'\ o

10-0440508

Si 14 Ge

(8)

p- MOS

3)

Si 1-x
MOS
1 (16,18)

2 (20,23)
(16,18)

CMOS

CMOS



140
16 YT‘%_WP 14

—— — e
£ Y ‘.\J‘\‘}\ ‘\Y

| 097 T~
406
3

4
T 12 1M, A2
17 140@140 140 140 .
9 ?ﬁ:j’ s w—— 7%\ wr—" - ——— | | Vg
BTH 107 16 g8 10 & 18 12
| '31}6
5
1011 12 19 1 12
0 20 10 X
g ~ 2\ ( — ~ g
g:tl 11 s X = — D - T T 1 _‘13
6 73 160, a8 B ‘18 g
T
3
6
21
1 12 2 112 1
10 20 130 9
AL, | I U=l ) i3
9 : { . vz —sr—11h.2
L 77 16’ T—8 8> 18- 1
4}6
3
.
11y 12 1112, 130
13 20 - 9
\ 20 P10 )0 130
2

) w—— 4

6 1077016’ =188 18 11
4}6
3

10-0440508



8
130411 12130 13011 1,2 130
024 20\ (P20 24y 23!V e=N 423 g
130 - (‘]‘ I’ ‘I\\l \[ ' ra l‘ ‘ 130
6 70 162 Ei~—18 8°10 18- 1
4}6
3
9
25130 (25 130 130 11 ¢25430 25 g
110)82 e 130

16 ) ‘
}e
3

10-0440508



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9



